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(57) Abstract: The invention relates to an apparatus and a
method for producing a doped crystal according to the Czochralski
process, comprising a pressure vessel, a crucible which is located
in the pressure vessel and can contain liquid silicon, and an appa-
ratus for doping the melt, containing a housing, a storage container
for holding a dopant, a conveyor belt for conveying the dopant, an
apparatus for forming a packed bed on the conveyor belt, and a
tube, into the first end of which tube dopant from the conveyor belt
can enter and the second end of which tube points in the direction
of the liquid silicon and is closed off relative to the liquid silicon
by a porous separating element.

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung und Verfahren zur Her-
stellung eines dotierten Kristalls nach Czochralski, umfassend ei-
nen Druckbehélter, einen im Druckbehélter befindlichen Tiegel,
der flussiges Silicium beinhalten kann, und eine Vorrichtung zum
Dotieren der Schmelze, enthaltend ein Gehiuse, einen Vorrats-
behilter zum Vorhalten eines Dotierstoffes, ein Férderband zum
Fordern des Dotierstoffes, einer Vorrichtung zum Formen eines
Schiittbetts auf dem Forderband, ein Rohr, in dessen erstes En-
de Dotierstoff vom Forderband gelangen kann und dessen zweites
Ende in Richtung des fliissigen Siliciums zeigt und gegeniiber dem
flissigen Silicium mit einem porésen Trennelement abgeschlos-
sen ist.



